
SMY50 

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy 

Firma: R F T 

Wykonanie: tranzystor polowy MOS (kanał 
typu P normalnie wyłączony) ze scaloną 
diodą zabezpieczającą w obudowie plasty-
kowej, połączenie płytki podłoża jest wypro-
wadzone na zewnątrz, ciężar około 0,3 G 

Zastosowanie: układy cyfrowe 

Typy podobne: MEM511 (GI) 

Rys. 1-1054. SMY50 

Wartości charakterystyczne1' 

min typ max 
-ID 3 mA przy -uDS = 2 V, -UGS = 10 V, - U S B = 0 
~ID 10 mA przy -Uds = 10 V, -UGS = 10 V 
-UT 3 V przy UDS = UGS' - U s b = 0, - I D = 10 (xA 
~"lass 10 [jiA przy ~uDS = 0 , —UGS — 31 V, — USB = 0 

~Igss 0,1 lxA przy - u D S = 0, -UGS = 20 V, - U S B = 0 
~Idss 10 [AA przy -UDS = 31 V, -Ues = 0, - V S B = 0 
~Idss 0,1 przy - u D S = 2 0 V, —UGS = 0 , — USB = 0 

~ISBS 0,15 [iA przy -USB = 15 V, —UDB = 0 , —UCB = 0 
— r 

Oss 12 pF przy - u D S = 0, -UGS = 0, - U S B = 0 
3,6 mS przy -Uds = -UGS = 10 V , / = 1 kHz 

r d s 150 a przy ~ID = 100 fxA, -UGS = 20 V 

Wartości graniczne 

~~ Uds max 3 1 - ; — 0 , 3 V ^D max 25 m A 

~~ U GS max 3 1 - r - 0 , 3 V ^G max 0 ,1 m A 
— L'dG max 3lH- - 3 1 V ^GSM max 2 m A 

— Usb max 15 + - 0 , 3 V p •*• tot max 2251) mW 
— Ugb max 31 - r - 0 , 3 V *stg — 4 0 + + 125 °C 
— OB max 3 l H — 0 , 3 V tamb - 2 5 + + 85 °C 

» tamb = 25°C 
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Rys. 1-1055. Zależność dopuszczalnej mocy 
strat od temperatury otoczenia 
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Rys. 1-1056. Charakterystyka wejściowa 
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od Rys. 1-1057. Charakterystyki wyjściowe 
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Rys. 1-1058. Zależność rezystancji RDS 

napięcia bramki 


